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【はじめに】スクリーン印刷技術はエレクトロニクス分野において、メンブレンスイッチ、プリ
ント基板、積層セラミック部品など広く利用されている。また、近年のスクリーンメッシュ、製
版技術の向上により製造プロセスとしての信頼性が向上している。印刷法による製造プロセスを
利用した低コスト・大面積デバイスの実現を目指す有機エレクトロニクスデバイスにおいて、ス
クリーン印刷技術は有望なプロセスである。今回、ソース・ドレイン電極をスクリーン印刷法で
形成するとともに塗布系有機半導体を用いることで、良好な特性の有機薄膜トランジスタ(TFT)

を作製したので報告する。 

【実験】 Fig.1aにスクリーン印刷法を用いて作製したボトムコンタクト型有機TFTの構造を示す。 

ガラス基板上にゲート電極として Al 30 nm で真空蒸着した。厚み 580 nm の CYCLOTENE
TM（The 

Dow Chem.）をスピンコートで成膜した後、窒素雰囲気下で熱焼成することでゲート絶縁膜とし
た。ソース・ドレイン電極として銀ナノ粒子インク（ハリマ化成、NPS）をスクリーン印刷装置
（マイクロテック、MT-12026TVC）によってパターニングした後、250 °C で 30 分間熱焼成し、
その後ペンタフルオロベンゼンチオール（PFBT）による自己組織化単分子膜(SAM)を用いて、電
極の表面修飾を行った。最後に、有機半導体層として diF-TES-ADT をドロップキャスト法で成膜
することで有機 TFT を作製した。 

【結果・考察】Fig.1b にチャネル部の顕微鏡写真を示す。電極幅が 65m の直進性の高い電極形成
に成功した。チャネル長は 47 µm であった。Fig.2 に印刷電極の断面プロファイルを示す。得られ
た電極は、凸型の形状を有しており、平均膜厚は 5.1m であった。Fig.3 に SAM 処理の有無での
有機 TFT の伝達特性を示す。PFBT を用いて表面処理を行うことで、ヒステリシスがほとんどな
い良好な特性を得た。移動度は 0.1 cm

2
/Vs、閾値電圧 3.0 V、オン･オフ比は 10

3であり、蒸着金電
極を用いた素子と同程度の性能が得られている。電極を PFBT で修飾することで、電極の仕事関
数と有機半導体の HOMO 準位が近くなり、電荷注入障壁が低下したことやチャネル間の半導体の
結晶性が向上したことによりトランジスタ性能が向上したと考えられる。 

当日は、印刷電極の AFM、SEM 等による構造観察、コンタクト抵抗の結果についても報告する。 
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Fig.1 有機 TFT の構造(a)    Fig.2 印刷電極形状        Fig.3 伝達特性の比較     

     チャネル部の顕微鏡写真(b) 

第 61 回応用物理学会春季学術講演会　講演予稿集（2014 春　青山学院大学）

Ⓒ 2014 年　応用物理学会

17a-PG1-17

12-212


